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var i at icerpmande.Egitertension dglegtyre reAnat tec- mentaires pour un méme état de la ligne de bit, de
ter 'état passant ou bloqué du fransistor. En g néral, sorte que quel que soit I'état de la ligne de bit la
le transistor MOS 2 grille flottants est relié par une de consommation globale de courant reste constante,
ses électrodes & une figne de bit polarisée en tension Différents modes de réalisation peuvent étre uti-
par un générateur. Son autre élecirode estreliée &la 45  lisés pour ce clrcuit de lecture.
masse ou 4 une tension basse. La ligne de bit est éga- Selon un premier mode de réalisation, le circult
lement connectée & un senseur de courant ou de ten- de lecture comporte un premier circuit de précharge
sion. Ce senseur mesure e courant débité dans la de la ligne de bit, un premier moyen formant interrup-
ligne par le générateur. Ainsi, si la cellule mémoire n'a teur connecté entre le premier circuit de précharge et
pas été programmée, le transistor MOS & grille flot- 60  le premier circuit de détection, un deuxiéme moyen
tante est passant et lors de 'application d'une tension formant interrupteur connecté par I'intermédiaire d’un
de lecture qui est supérieure 2 la tension de seull des inverseur entre le premier circuit de précharge et le
transistors non programmés, le transistor est mis en deuxidme circuit de détection, tes moyens formant
conduction. On détecte alors sur le senseur une varia- interrupteur étant commandés par un signal de valida-
tion du courant ou une chute de la tension. Dansle 55  tion delecture etdes deuxidéme ettroisiéme circults de
deuxidme cas, lorsque la cellule-mémoire a été pro- précharge réalisant une précharge de méme niveau
grammée, des charges sont piégées sur la grille fiot- ‘logique que le premier circuit de précharge étant
tante du transistor. La tension de lecture appliquée connectés respectivement entre chaque moyen for-



T‘.‘h:US,.i wth a 'rrermry of the EPROM type as descri bed _above,. It Is possible td _
read the contents of a menory cell according to the consunption of the
circuit, in 10 partidul ar when t h&EPRLIDTIZBIs read bit by bit. This is
particularly inconvenient in the case of menories used for receiving '
confi e .h@.lmpebamuecﬁeune@aaﬁmn%o&éam easy bl rellékd @6 ligndITappe ligradie BY Lh bitte

cont enggn@f these data. An obj ect d@tonintafides @Sm@iMs 4 uny @iftiel cotinectisn 80 o

OVer Comegibd dn diltraibeds r&h}lsaﬂdrpl&@ﬁdum ge @ I eadppaiés Ogni ide wioi. Lés ighesaly bit bidignen de

C ONS UNpdtiir® Bontpbrtecinty greditér cirotdt dé préchargd e pr ogmansoveiddisppséeo en [igneg stcammeldnnes aows  of
t he meaTigny dEiH, in prenist mo@micnmant intetripfeur SUb| € déterminert upe melficetiteluanties colulepmeénaireg 20
r eag/ CdommaiétentieDie peamier pitcaltdenpréatiange etdeii t  Of conee teprgsentécsur (a flouretly Gette-wmemriesi ng
a NMEnopremiensinait de détestionbyn dewridmermoyerddr- nenror YoroRerts des mAyespcongfitusgesgentgliement par

det ect mantintsfrupteuyceniestéientre ¢ premigndreufide or | nuydficedeyrde “Q"FI@"WE b@lcf"g""é (%% h

bei ng erégherge 6t lscdewimecarguitdengétaciioneles o 28°‘E@P'ﬁ'ﬁ‘|'f’§ sE’e‘Pse

decodemeyepmfgrmaat ‘BFﬂWPHE’c%‘éP%“maE‘?ﬁ? “Psead’om P °"'°9‘s"°'

ot
C°““ﬁ0“°‘é"f'§§$ai’*’m%'$:‘% nparle B so. Cmg‘F 9‘; el i aﬁg wm
r S |
Itohgcco G&f "tave m ’3°' i mﬁﬁ”%'“a Wi "

char aC Pﬁmﬁh“"’" snf inkérsaem' n spar e e
- circui tle fduffN Cl rgl&'doﬁaur B GigreV's Aiﬁh@ﬁﬁ'tﬂméﬁddﬁﬁbﬂet S
bei ng al 5}1: @necbm £4 saumial-nt of cbibie B0, lon érivbie sil?)a iR Bit AbonesperRd 35

so t ha&ueti Ykt S 6e6d onPdNe QéuiMb indyeh €ACT  idBnts QRE InPUNIBY 36 YorkBANGET L fFadSistor
gi ven pinihEintrtuptelifet i deulidnivceirbult d8 déthc-a MaNIMOS 2 daviént pasket dreste Hidaes wion e lesf
the Dbigonl i Nne, the overal | current usedaa erismmnbﬂtrpaswmtét&uf;iéalablablégéesur

~ enhodi e Mtdurdaaaraleristiquesietbentabdside lappnd 40 ©h giile Adttantds.dimrctiéuitde legura 11 panpects
enbodi senktinvedtiieapperaitiort & ladagiute delaidpsciises a fpar alteurp ané sxingwitéicderla ligne df bit 7 Phre
bit |i thmde divérs meries degéalisatiofaitetchaprisaveg a s wilintermeédigim di déserenida golonne 1Pef°1"!af"st
pr echarsffeence aux dessinncidnneiés dangleagualist ect i on Mkiplexsuf ptgcte é? Y%'E'@S’ﬁd’“ §°° d°
const i t ut-ilmBeue & yprésente; sahpRRIGNEMOR inae a7 PTistion da FAUERLCY e ",Eétd

pr echar génésoire EPROM Aempopant U E'GH'H"‘bI'@‘f‘ect i orfolrp ? EfPQ“'“'P??@

the sw té‘l'\'e bei n

. third pr edtidip

ﬁ'ftT ng
iEd

e
ain
C(t)nt rol | ed a read ena I dﬁ’%alsa S gé &é
t t| n

s e P éE ﬁn b 3 f@ép% iy agg s

Ad di nc : dg ? e| ig % II'C.Q Iréﬁitﬁé:drﬁcﬁarge est

Ccorh ! nilgfnl ux%aﬁg dndé e read doh lﬁb'b - un transistor MOSIY de H/B6 N @arisiid’ St
precharge ; ﬁ zé n ht déln ue-d [ ShoddBér@siisationvdprbdenits] doBk uite dodbibsd-
connect ed, Fﬂ"éﬂ@é}n& Qe ﬁsﬁﬁon%#éﬂ&ﬁt’ da€ Ci I Cdék {3 airblish Higte éi&n'iitalndaitﬁeﬁvegbﬁdont
S Circuit, |gneé Conformed® fsradenta fvbrdtitn,iaM@l 2 6 WGt SétBomRCinRdhal 1acéstesnedidach @in r St
- pr echar geguth " didgrdmnidN st idfps @6 PAAcRHBIXECT | OMmoBid Nsik ka Jigrislde bitE: BastracpartSé grile13 ng
a switch bukQle Gothdn@é deodd cr@@ect i vel y by du tiassistbr MOS8 12 est edigpriclhoripgelCliidetlani s
si gnal whaes figikes 4A@E4B fepmeantantirefipectivirar ge  oménmwire tEPROVMd Dei piup, de pircuit Idarlepturent
t he sane rhégius noaw @b rddllsatiors déshdircuifsi dest  pr ewhiamgea ki présenite inventioryest genstitué del
between tdémctonesia conglertensiovneant detdersly: a 4w deuh branches [Rargfidlgss La Jererigre bypnche

circuit, «id a third precharge circuit comporte un premier moyen formant interrupteur
Pour simplifier la description, dans les dessins les constitué par un fransistor MOS 16 de type N dontune
mémes éléments portent les mémes - références. des électrodes principales 17 est connectée au noeud
D’autre part, la description a été faite en se référant & N de la ligne de bit 7 et dont I'autre électrode princi-
des circuits MOS réalisés en technologie CMOS, llest 45 pale 18 est reliée & 'entrée d’un premiler circuit de
évident pour 'homme de I'art que la présente inven- détection 21 dont la sortie donne la donnée lue. La
tion peut s'adapter & d'autres technologies, notam- grille 19 du fransistor MOS 16 est connectée & un
ment & la technologie N MOS. signal de validation de lecture L qui peut étre par
Sur la figure 1, on a représenté une mémoire 1 exemple le signal de commande de lecture WL appli-
non volatile programmable électriquement de type 50  qué sur la grille de la cellule-mémoire retardé.

" EPROM. Cette mémoire est du type & cellule mémoire D'autre part, la deuxidme branche du circuit de
constituée d'un transistor MOS 2 & grille flottante 5. lecture est constituée essentiellement d'un deuxidme
De maniére plus specifique, le fransistor 2 comporte moyen formant interrupteur constitué par un transistor
deux électrodes principales respectivement 3 et 4, MOS 16 identique au transistor MOS 16 dontune des
une grille flottante 5 etune grille de commande 6. Une 85  électrodes principales 17’ est connectée par linter-
premiére électrode principale, 4 savoir la source dans médiaire d’un inverseur 20 au noeud N de la ligne de
le mode de réalisation représenté, est reliée a la bit 7 et dont 'autre électrode 18’ est reliée en entrée
masse tandis que I'autre électrode 4, & savoirle drain, d'un deuxiéme circuit de détection 21’ identique au
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temps de la figure 2B. noeud A’ entre I'électrode 25 du transistor MOS 23 et
Avec le circuit ci-dessus, lorsque le signal CLK le circuit 35. La grille 30 du transistor MOS 27 est

est au niveau logique "1", c'est-a-dire pendant le reliée au signal horloge inversé CLK. D’autre part, le
“temps 1 du diagramme, les transistors MOS 12,40et 45  circuitde lecture 11 comporte une deuxiéme branche
40’ sont conducteurs eti'on réalise une précharge des avec un deuxiéme moyen formant interrupteur cons-
.noeuds N, A et B & V-V, c'est-a-dire & un niveau titué d’un transistor MOS 23’ de type P dont une des
logique "1". Lorsque le signal CLK repasse au niveau électrodes principales 24’ reliée au niveau du noeud

~ logique "0", on active la grille de commande 6 du tran- N’ 2 laligne de bit 7 et dont 'autre électrode principale
sistor MOS 2 a grille fliottante en lui appliquant e 50 25’ est connectée & un deuxiéme circuit de détection

~ signal WL et suivant I'état de la cellule mémoire, on 35'. La grille 26’ du transistor MOS 23’ est reliée par

- décharge ou non la ligne de bit 7 comme représenté P'intermédiaire d'un inverseur 50 au signal de valida-
_par le signal BL. Ainsi, si la cellule-mémoire consti- tion de lecture L. D'autre part, un circuit de précharge
tuée par le transistor MOS 2 a grille flottante n'a pas est connecté au noeud B’ entre I'électrode 25’ etle cir-
6té- programmée (pas d’électrons sur la grille flot- 55  cuit 35°. Ce circuit de précharge est constitué d’un
tante), le transistor est passant et lors de I'application transistor MOS 31 de type N dont une des électrodes
dela tension de lecture W, corespondant & la tension principales 32 est connectée & la masse V,, tandis
d'alimentation, le’ transistor est mis en conduction. que son autre électrode principale 33 est reliée au
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que soit I'état d’'une cellule-memoire. précharge (41) de la ligne de bit, un premier moyen

Les modes de réalisation décrits ci-dessus ont 45  formant interrupteur (23) connecté entre le premier
&6 donnés & titre d'exemple. 1l est évident pour circuit de précharge et le premier circuit de détection
'homme de I'art qu'ils peuvent &tre modifiés notam- (35), un deuxidme moyen formant interrupteur (23')
ment au niveau du type de transistors MOS utilisés connecté entre le premier circuit de précharge et le
pour les circuits de précharge ou les circuits formant deuxidme circuit de détection (35’), les moyens for-
interrupteur. 50 mant interrupteur étant commandés respectivement

D’autre part, la présente invention a 66 décrite en par un signal de validation de lecture (L) et par ce
se référant & une mémoire EPROM, Il est évident signal inversé, un deuxiéme circuit de précharge (27)
qu'slle peut s'appliquer & une mémoire EEPROM ou réalisant une précharge au méme niveau logique que
& toute mémoire dont les cellules-mémoire sont lues le premier circuit de précharge étant connecté entre
on détectant une variation de courant ou de tension 55  le premier moyen formant interrupteur (23) et ie pre-
surla ligne de bit. . . mier circuit de détection (35) et un troisidme circuit de

précharge réalisant une précharge an niveau logique
inverse étant connecté entre le deuxidme moyen for-



the'datumread, in particular within the framework of the conparison of a
confri denti al code The result obtained at the out put of Lhe_ex,cl_usuLe__GR___
22 gives the resul EJ desi red. TheFP[e}i%cTIat;zs’qt%ﬁ I ogl C gées can al so
repl aced by other dates inhibite kWhICh S ti
of reading. The operation of the circuit described above V’mmumlllmﬁlm “II
expl apewddB'wid frileli# du tlarsktot MOSt3inesty di afewendicatibagur e '2B. 35
t he zbwmedéecdusignplthoriaghBbK.t he signal CLK is at the logic level "1", that |s o
to say, O@Iawlltnlgrat%@rtﬁ lerfongtiopnememtde @8 agr am  t tEirguitde fectirerioun cispult intégré digtyeend 40
are CoWH e fechp, °"a*’f?déféfap'r%'c¢?§ﬁg\§‘ecﬂ°st he n&rwitis Q;qqup@mnqrtaqkqummgrq(y ?f’%ﬂ’c ed
at.. [é?"i‘ de lafigurp 3B+ 5 say, at aI0|c 46I e1"°'“f"'°° re
chan &?ﬂ%‘et‘ tﬁe“’? gfg?t?éﬁ cu ‘zr ?‘?ﬂ Pa’ ‘ét'° "U‘F" ‘taﬂ iop f’%g’t‘l‘ﬂb
y ap
0 S une.-par ge e

ﬁgfoj‘% ali r%agg jsor{ Igno?t.he gl Cﬁ;:tlbrg nBJes?décg E‘;Ee %ngrl:%l

AT 6
for me ‘h;ad wmggate&u ! o P gt éneid' 410
el ethE:@Qt?rl@&nuB ﬁtrfa'a #16 fotta tr a%ﬁ(??&t%mdr&aﬁt% kot &dlﬂé&\&tge (18uRy ng
appl icemkitubit |a05eudaélﬁé.ﬁ&@¢a&e late@0Bendint COF I ©3B(ANHe B8bit ePurl pidhni& GircakdudlstéctibA 2420 €
t he tcewpBlicde®h lif 16 cdhten @81k chilifefemoidUCT | 0135) détacthit ksScofidE®dn ol REroR-corBuction de
di schanesudy’ softresth @ VR bdit sb Hdtharge AN but hersel ecdelelRénoire iaBredsaeltarattorish @n aé qull
| 0gi cadtéehteriude,fa veiulb-mémdie, @mmerepode 17’ cospofte len (hatalidld) @vext le Pprdntigyi dreditcdec|
" c#alsé pay le digmaliBhvert er 20. When the -d6tection gmdeluxiémecdireuitgis siétection Wentiqaryi
| evel "Rendentleddmpag, dsjgnal demalidstion dhileryr am of21FBYllerdBxircyitsde ddtertiondtantonmke: s
posi thirehed pepitionadca ' §ilendetd/M|n'apgs 616 c qusi r‘ﬁjétlHGOQUF'P urdNJY) delirdligpedatitpat n
ci r c§pghams, le apaud &' resta pasiinand dlartension 5 20 o das MayeRRS aﬁte@ 4 28,78 P 34|50) 1"
1f, O toAds EPH%W"H%[HGP“%"H@ 9 fepien gat e a??"&?WE’ ‘°ﬁ$§”‘ B‘&é’t‘? r"é ?‘Bﬁﬁ%ﬁ

S dleten o) /e g
e el e)%é'a'tasse %ﬁ%ﬂ@ft@affea'e' 17 é&?fﬁﬁn e St bﬁ‘ﬁt;é?'t' p 2Be
C

|s f §9H es “, b 381 3.L>Os%h C dal a\f% It#: %‘mdh%ﬁm'f_ §%°§"at"t
a6 mﬁi AR emé Ufg Hod af" et ki (406 Pl
ch anq:sﬁg.d Hiipddi R he gl toudte oo iSfeniitarh 4 e

63

the thgegiar CUI LS Rre | dent | car the CONS Whgak dré}rbzl)&lélkﬁi bﬁ(ﬁu mk,q,edgg,{ cal
in the CakRebur dst'sNetids, damaribre Bt I €ad formse irtertbtbir (169 dorigetsl i 1d Hredier Wi t h
r ef erdame@nsistor MOBLEH @e Bipe P abHDLineales 61830 0dbaTE Rircut He FradhergéletGe prémibr cirbuit da @atevtiolanc e
Wi t h tioliés epticermectbe 4 Vet ddnt Rttre sleddde estead  Ci(214, Wwinide@ddime moy@Sfomnaht iitsupRuc@éipr ge
Ci r Cobnettes aremh dey élactiddes diin tryaBoMISS t I ans iceinects gal 'intanmédiaiteaiuin invetssud@0)@htrahi Ch
| S cd2detype donplauineélentrode epiomiectté alaf t he Idprémibr chiait de pré¢harge ee delixidgme citenibde
bei ngnaseaVie tesdbux grillepdopiaegfided anserabirett he (aledétecion [R1'),i lep/meyersifomiaptirtesuptpue |
CLK. comecti¢sca iatehsion dratép Vin dlla sprieSiedti r 8. tStaptnommandés pay uh pignal depalidetion dailach a
25  fabtegye syplg naeut @pire lepfenx Tppisterd const i t dwred-) dwxmey Eoisigns qirpyilp d¢ giéor
23 qneba Fousedengonspme) t’wue&efszuf Gf whi cherges4B.AM addlisant ye Pt@?&af%épemgage

d"“?s"h%St Eﬁpfést'tﬁt?e‘"’?'a figiny4R. Daprss ITB.I n "é'F%’c‘P?‘b’dé‘“?B’ REpmigR-Gireylt qecproch

7? ?zgtgwegte e D A = R

3;8 or

re 3A pour obtenir le résultat recherché, c'est- 3. Circuit de lecture selon la revendication 1,
&-dire un consommation de courant identique quel caractérisé en ce qu’il comporte un premier circuit de
que soit I'état d’'une cellule-mémoire. précharge (41) de la ligne de bit, un premier moyen

Les modes de réalisation décrits ci-dessus ont 45 formant interrupteur (23) connecté entre le premier
6té donnés a titre d’'exemple. 1l est évident pour circuit de précharge et le premier circuit de détection
I'homme de I'art qu'ils peuvent étre modifiés notam- (35), un deuxidme moyen formant interrupteur (23)
ment au niveau du type de transistors MOS utilisés connecté entre le premier circuit de précharge et le
pour les circuits de précharge ou les circuits formant deuxiéme circuit de détection (35'), les moyens for-
interrupteur. 50  mant interrupteur étant commandés respectivement

D'autre part, la présente invention a été décrite en par un signal de validation de lecture (L) et par ce
se référant & une mémoire EPROM, il est évident signal inversé, un deuxiéme circuit de précharge (27)
qu'elle peut s’appliquer 4 une mémoire EEPROM ou réalisant une précharge au méme niveau logique que
a toute mémoire dont les cellules-mémoire sont lues le premier circuit de précharge étant connecté entre
en détectant une variation de courant ou de tension 55  le premier moyen fonmant interrupteur (23) et le pre-
sur la ligne de bit. mier circuit de détection (35) et un troisiéme circuit de

précharge réalisant une préchargs an niveau logique
inverse étant connecté entre le deuxidme moyen for-



- More specifi cal |y

f the MOS transistor 23. -
poi nt. A ﬁ(r:]& ?uf gu} g?mad in the enbodi ment shovmv\h:ﬂ)clha,‘g tcmﬂ "llll““l
prechar ge c!27 one of 35 the main cFR8#78JA2B1 23 off e ch s connSeted o
transistor c and the other electrode 29 o
the supplnxntmbu;g& G Tehe

ennzeichnet

r I haka sié faané Sa fs'ns%%h

i nvertedreGénei Eelfions 9'3 g‘% unememgu';cﬁggrmamn&%MEEaaé%&% %ﬂ' gtﬂnéd

o b e g‘sséeﬁmg% ORGSR the mest ettt '49 as "ﬁf
P-t J aineing N tun,

ggnﬁ(}(ﬁ quﬁ?tCirEMem?eQQh newuel Do, D1 L | Tove S : .

digrehy M 40,@b7 23103,

el ect r odevedications 2 otb)| caRctlris & 4 ?u ffc; 8Oﬁn2w@m$miﬁ,gm*mr&gmagﬁ to
gate 26 &@;g@:ﬁg@%%&@ ergeups - hanm;wgggmgme@e?ﬁdm Zu;srﬂgziecrllerd Bei::
f;gﬁn{ag? ed & (Fircdiedeniectare petom ia l%venéi&tio h Wé%or #gmmmm,gnmhg%pr

fcui t cg’sctéﬂsé Fnoesque lea ehaltdde Srécharkd 2I S h proragphikonstapitieibt.\/ss, whi | e
C'l ne #ri0) st Keritinuoe bohstingeshasi paH un i C ﬁ?" i9AMERANspibte 1,giatigcr3 4
; Ot h [ MOS|de dxpe dXidonGidreices cl0ckBAs! €0 { ﬁ EEHE? 'b%’R oip orstel VoRieldstunpse
l)]E 'St ﬁe p es est;conqqctap.g ladension Balinientaionn n?&t ’i 1“1"6(@ 1919 suates Binen

|
oper at i g "'F’ ﬁg oSy ekd & vheer e X ”“9 il T s ean

the cl ogaka @ g' 2;
Dur i ng ﬂﬂh@pdeh@&ca‘ne &1k A0° des finstmdesy appbined disOerktd O/ciRlagh,

T s e ?? Tiyec
553?: aus e400]‘;0,)t V’gbgenﬁq “eemi!ﬁws%'pmfﬁfﬁg d:p/rA\e ;266{? ﬁfﬁhﬁ% lﬁﬂvp- ng

. y cel kwedthaﬁrg@ndsachalﬁmg (2t H’b% lg E
ggﬁ ?ogfﬁrﬂdgm&f&nﬁ@e HEPYCLI | ar uninbaemmerthvieoriay :

§

ert eliemipse-Yalkile@ngsoigi=Fil gas |
remai ns a8. Ciedit 6y le6tind GRRY @ﬁ é’ﬁtﬁa\és 1E 25 acﬁﬁ@bglfeezwemm;ainémv&%ﬁﬂﬁp le
] e A e i
di SchaMBdZ7, Shalerpae domtung 26\43£6’d§% 9-5 pf’f' tngc rzeugen, rzwisetion clay Jewelicd. bu,
whi | e {Tes pngiealpest conndatés & falthBiof Palfinds. VO
‘node pBHt Vay Meuenssibntreds plineipdie(2982) dune of10

ile30, iGral tione . gdaddr&hC.
e s o st 1o T

cmr biidendey Miftel undodieeentsplachéride
cp m%o;schqirvésmtbt ection .

t \@rbplggt\mgd- in
cireui L%st e Iﬁ:psisftq;@dqsy(@ﬁdsmdbm Fi gurs&a g g'sel @rsfos glnendnsy- s
N[)Ent)e&jg %f - éle e%_prfnpipighfeest\mmaﬁﬁl st Obgglglar( ngﬂis#?n gieﬁqq(gct ed
a | le i33) @t hess e '
e R B e e R mg.,a

to on

ed to earth Uﬁtﬁrbr edfe

el ect 1 0dg, crbuttiiGid e @Qﬁﬁtoop ges vol tagem[vemél]asnﬁ@&cﬁ E&%i : tion

t oget evendiddflons 9RREG g-fq,{ggispat he t mnaﬁchatmng(wvéésé}{a nst N be
- obtai rdedaliditioh §e ﬂug dq n 4 gle UntdrﬁacheFﬁfﬁé‘ﬂdﬁthﬁel%Vsevoh inem
-.cur ve letureaWo) ddplaiul B ﬁa éﬂe— Lese—Valldierungssignal (L) und von:einem Signal,
seen t hat the das sich durch die Invertierung des Lese-Validie-
rungssignals (L) ergibt, gesteuert werden, wobei eine
Patantanspriiche ' Zweite Vorbelastungsschaltung (27), die eine Vorbe-
45 lastung mit demselben Logikpegel wie die erste Vor-

1. Leseschaltungfﬁrmtegriarte Schaltungen vom belastungsschaltung erzeugt, zwischen das erste

. Typeiner Logikschaltung, mit einem Speicher (1), der einen Unterbrecher (23) bildende Mittel und die erste
von einer Matrix von Speicherzellen gebildet wird, die

Erfassungsschaltung {35) geschaltet ist und sine
dadurch gelesen werden, daB sine Strom- oder Span- dritte Vorbelastungsschalhmg, die eine Vorbelastung
nungsschwankung erfaRt wird, wobei die Speicher- 4  mit inversen Logikpegein erzeugt, zwischen das
zellen jewslls durch Zeilen und Spalten adressierbar zweite einen Unterbrecher (23') bildends Mittel und
sind, die von einem Zeilendekoder (8) und einem die zweite Erfassungsschaltung {35') geschaltet ist.
Spaltendekoder (10) ausgewahit werden, wobei die 4. Leseschaltung gemanR einem der Anspriiche 2
Leseschaltung {11) so beschaffen ist, daB sie mit den und 3, dadurch gekennzeichnet, daB die die Unterbre-

‘Speicherzellen iiber eine als Bit-Leitung (7) bezeich- 56  cher(16,16',23, 23') blidenden Mittel von MOS-Tran-
nete Leitung verbunden ist und sine Vorbslastungs- sistoren gebildet werden,
- schaltung (12, 41) fiir die th-Leltung und eine erste

8, Leseschaltung gemés einem der Anspriiche 2
Erfassungsschaltung 21, 35). die den leitenden oder und 3, dadurch gekennzeichnet, daB die Erfassungs-
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1. A read circuit for an integrated circuit of the
logic type comprising a memory (1) constituted by a
matrix of memory cells which is read by the detection
of a variation in current or in voltage, the memory cells
each being able to be addressed by lines and columns
selected by line decoders (9) and column decoders
-(10), the read circuit (11) being adapted to be connec-
ted with the memory cells by a bitline (7) and compris-
ing a bias circuit (12 and 41) for the bit line and a first
detection circuit (21 and 35) detecting the conduction
or the non-conduction of the addressed memory cell,
characterized in that it comprises, in parallel with the
first detection circuit, a second identical detection cir-
cuit (21’ and 35'), the two detection circuits being con-
nected with a common point (N and N’) of the bitline

by means (20, 16, 16", 40, 40", 23, 23', 27, 31 and 50')

45 a second neans &

eyized fnﬁl@ft iae qlgvrpirfugary con-

6. The read clrcult as c}ST]mad g! c‘a?m cl('ljarao-
terized in that the bias circuits (12, 40 and 40") are
identical and are each constituted by an N type MOS
transistor one of whose main electrodes is connected
with the supply voltage V., the other main electrode
is connected with the point to be loaded and the gate
is connected with the clock signal CLK.

7. The read circuit as claimed in claim 2, charac-
terized in that the bias circuits (12, 40 and 40’) are
identical and are each constituted by a P-type MOS
transistor one of whose main electrodes is connected
with the supply voltage V,, the other main electrode
is connected with the point to be loaded and the gate
is connected with the inverted clock signal CLK.

8. The read circuit as claimed in claim 3, charac-
‘terized in that the first and the second bias circuits are
each constituted by a P type MOS transistor (27 and
41) of which one of the main electrodes (28 and 43)
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at t hamdineredtréde (20 and'42{ls conndcted withthepoinS * -9- | ogi c | evel being connected
bet weat bé loadedl @tdihe gste (M and &) Sstcotnetteig a switch (23') and the second
det ectwiﬂarﬂ-:edmmldocl(wapcu@ndthethlrdhlas Read circuit according to either of
- ¢l ai neciriuitisrdnsBiuted hyanctyrerMQSteensistor(3tht #he neans formi ng switches (16, 16

- 23, 23whoseipne wajm slettrode £32) l?gONESte! mihsi stors. 5. Read circuit according to

ei t hergrand ¥ &iepthermainplegiinde (33) ivgepnested er i sed in that the detection circuits
are co‘t’i@t"i‘%ﬂ?t“b’&bb a?%@“ﬂ/%g?"\‘i@é}'?é‘f"s 6. Read circuit according to claim 2,
char actestes wih recharge circuits (12, 40, 15 40') are
i denti caP "a'ﬁ a&rc ‘h'gﬂ‘ﬁe m; y 8 N type MOS transistor, one of
--vvhose :5' §Islo§ns o the supply vol tage Vcc, the ot her -
- main € gF?OB §n§ e node point to be charged and the gate
bei ng connec e o t e 5| gnal CLK. 7. Read circuit according to o
“claim2, characterised |n that the pregharge circuits (12, 40, 40') are
identi cal and are each constit uted by a P-type 25 MOS transistor, one of
whose nmain el ectrodes is connected to the supply voltage. Vcc, the ot-her
-mai n el ectrode being connected to the node point to be charged and the gate
bei ng connected to the inverted clock signal CLK. 30 8. Read circuit oo
according to claim3, characterised in2that the first and the second
pr\e,eharge circuits are each constituted by a P-type MOS transistor (27,
41), one of whose main electrodes (28, 35 43) is connected to the supply
vol tage Vcc the other main el ectrode (29, 42) being connected to the node
point to be charged and the gate (30, 44) being connected to the inverted
clock signal CLK, and the third precha?5ge circuit being constituted by an
‘N-type 40 MOS transistor (31), one of whose nain electrodes (32) is
connected to earth Vss,, the other main el ectrode (33) being connected to -
the node point to be charged and the gate (34) being connected to the clock. ...
- signal CLK. 45 9. Read circuijt ggcording to any one of claims 2.to.
8, characterised inthat the read enabie si gnal (L) is constituted by the
read commnd (W) applied to the del ayed nenory cell.
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